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Аннотация: Исследования физических свойств полупроводниковых пленок, включая 

PbTe, при облучении гамма-квантами выявили потенциал для управления их свойствами без 

использования классического легирования. Установлено, что скорость конденсации влияет на 

стойкость пленок к облучению, а уменьшение коэффициента термоэлектрической мощности 

связано с уменьшением электропроводности и подвижности носителей заряда, возможно из-

за воздействия кислорода в атмосфере. 
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Область применения твердотельных приборов постоянно расширяется, создаются 

принципиально новые приборы, стимулирующие развитие промышленности в новых 

направлениях, что требует исследования, направленные на установление управляемых 

способов стабилизации параметров полупроводниковых приборов. 

Поведение материалов при облучении в значительной степени определяется природой 

и концентрацией примесей, взаимодействующих с первичными радиационными дефектами 

[1,2].  

Исследование процессов взаимодействия излучений с твердым телом обнаружило 

возможности эффективного управления их свойствами и создания приборов без применения 

классических методов легирования. В последные годы в мировой практике для управления 

примесными дефектними состояниями в полупроводниковых кристаллах, наряду с другими 

технологическими способами, широко используються различные виды физических 

воздействий, одним из которых является радиационное излучение. Для успешной разработки 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038109898002658
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038109898002658
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технологических методов управления свойствами материалов, включая радиационную 

технологию, необходимо понимание физической природы явлений, протекающих в них. 

Так как большинство современных электронных приборов на основе полупроводников 

включают применение неоднородных структур, то исследование радиационной технологии 

полупроводниковых пленок является органической частью общей проблемы. Более того, 

пленки полупроводников представляют и самостоятельный интерес, являясь первичными 

преобразователями неэлектрических возмущений (излучение, тепло, деформация) в 

электрические сигналы. 

Пленки соединений A4B6, в частности PbTe, обладая высокой термоэлектрической 

добротностью, служить активными элементами преобразователей тепловой энергии. 

Пленки n – PbTe, конденсированные на полиамидные подложки, обладая 

коэффициентом термоэлектрической мощности (КТМ) S=α2σ (α – коэффициент термоэдс, σ –

электропроводность), близким к значениям в пленках на ориентурующих подложках [3], 

имеют преимущество при конструировании термопреобразователей. 

Пленки n-PbTe получили методом открытого испарения исходной шихты PbTe<I> с 

концентрацией электронов ~2·1019 см-3. Температура подложки была Tc=620 оК, что 

обеспечивало наивысшие КТМ ~30-50 мкВт/К2·см. Структурные исследования показали, что 

пленки имеют поликристаллическую структуру с текстурой осью [200], ориентированной 

перпендикулярно подложке. Средний размер кристаллитов ~700 Å. Пленки облучались γ-

квантами на воздухе до интегральных доз Д=108 Р. 

Исследования показали, что степень изменения термоэлектрических свойств пленок n-

PbTe при γ-облучении в значительной мере зависит от технологии получения, в частности от 

скорости конденсации (υ). В таблице  показаны характер зависимости S пленок, полученных 

при различных υ, от интегральной дозы γ-квантов (S0 – до облучения, Sγ – после облучения). 

                                                                                                   Таблица 1 

№ 

Обр. 

υ, Å/с S0, 

2

мк ВТ

К см




 

n0·10-19, 

см-3 

Д, Р Sγ, 

2

мк ВТ

К см




 

nγ·10-19 

см-3 

1 300 35 1,0 106 12 0,8 

2 370 28 1,1 106 19 1,0 

3 400 49 1,2 5·106 27 1,1 

5 450 43 1,1 5·107 35 1,1 

6 500 22 1,2 5·107 21 1,2 

 

Из таблицы видно, что наиболее стойкими к действию γ-квантов до интегральных доз 

5·107 Р являются пленки, полученные при υ≈450-500Å/c. Из этих данных, также можно 

заключить, что γ-облучение до интегральных доз 5·107 Р концентрацию электронов в пленках 

практически не меняет. 

Экспериментальные результаты показали, что уменьшение S при γ –облучении в 

основном происходит за счет уменьшения электропроводности. Так как в пленках 

концентрация носителей заряда при воздействии γ-квантов практически не изменяется, 

изменение σ происходит за счет уменьшения подвижности носителей заряда. Причиной 

уменьшения подвижности носителей заряда нам видится взаимодействие пленок n-PbTe с 

кислородом атмосферы в процессе γ-облучения [4]. 
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В поликристаллах коэффициент диффузии примесей по ГК на несколько порядков 

превышает объемный коэффициент, однако первый зависит от состояния ГК, в частности от 

углов разориентации кристаллитов. По-видимому, высокая скорость конденсации пленок 

способствует уменьшению коэффициента диффузии по ГК. В таких пленках диффузионные 

процессы происходят медленнее, в частности при γ-облучении процесс деградации свойств 

пленок замедляется. 
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YORUG’LIK VA MAGNIT TA’SIRLARDAN FOYDALANIB YUQORI ELEKTR 

MAYDON HOSIL QILISH 

Onarqulov Karimberdi Egamberdievich, Yuldashev Shohjahon Abrorovich 

Farg’ona davlat universiteti 

 

Annotatsiya: Bu ishda yoruglik oqimi va magnit maydoni yordamida elektr maydoni 

olinadi.Taklif qilinayotgan optoelektron ozgartirgich, boshqa shunga oxshash optoelektron 

qurilmalardan farqli ravishda, har xil tashqi manbalarning magnit maydonlari ishlatiladi va yuqori 

elektr maydon hosil qilinadi. 

Kalit so‘zlar: AFK effekti, magnit maydoni oqimi, fotomagnit element, optoelektron 

qurilmalar, svetodiod, monoxromatik. 

Elektr maydonlarini olishning turli usullari mavjud, ammo bu qurilmalarning energiya manbai, 

ancha yuqori quvvatga ega an’anaviy elektr energiyasi manbalaridir. Bunday qurilmalarning asosiy 

elementi, o’zgartirgichning butun qurilmasi narxining asosiy qismini tashkil qiladigan yuqori 

quvvatli tashqi elektr energiyasi manbai hissoblanadi. Shunday qilib, ixchamlashtirish va elektr 

energiyasini tejash nuqtai nazaridan elektromagnit manbai yordamida katta elektr maydonlarini 

olishning an’anaviy usullarining imkoniyatlari amalda tugadi. Bir jinsli bo’lmagan yarimo’tkazgichli 


